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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成25年4月18日(2013.4.18)

【公開番号】特開2011-181776(P2011-181776A)
【公開日】平成23年9月15日(2011.9.15)
【年通号数】公開・登録公報2011-037
【出願番号】特願2010-45907(P2010-45907)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  41/18     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  41/187    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  41/09     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  41/39     (2013.01)
   Ｈ０１Ｌ  41/08     (2006.01)
   Ｂ４１Ｊ   2/045    (2006.01)
   Ｂ４１Ｊ   2/055    (2006.01)
   Ｈ０２Ｎ   2/00     (2006.01)
   Ｃ０４Ｂ  35/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  41/18    １０１Ａ
   Ｈ０１Ｌ  41/18    １０１Ｊ
   Ｈ０１Ｌ  41/08    　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｌ  41/22    　　　Ａ
   Ｈ０１Ｌ  41/18    １０１Ｚ
   Ｈ０１Ｌ  41/08    　　　Ｚ
   Ｂ４１Ｊ   3/04    １０３Ａ
   Ｈ０２Ｎ   2/00    　　　Ｃ
   Ｃ０４Ｂ  35/00    　　　Ｊ

【手続補正書】
【提出日】平成25年2月28日(2013.2.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ペロブスカイト型金属酸化物よりなる圧電薄膜であって、前記ペロブスカイト型金属酸
化物の結晶系が少なくとも菱面体晶構造と正方晶構造を有する混在系であり、かつ前記正
方晶構造のａ軸長とｃ軸長の比が１．１５≦ｃ／ａ≦１．３０であることを特徴とする圧
電薄膜。
【請求項２】
　前記ペロブスカイト型金属酸化物が、下記一般式（１）で表される金属酸化物を含有す
ることを特徴とする請求項１に記載の圧電薄膜。



(2) JP 2011-181776 A5 2013.4.18

【化１】

（式中、ＭはＦｅおよびＡｌより選ばれる少なくとも一種の金属を表し、０．９５≦ｘ≦
１．２５、０．０５≦ｙ≦０．１５である。）
【請求項３】
　前記一般式（１）の金属ＭがＦｅであることを特徴とする請求項２に記載の圧電薄膜。
【請求項４】
　前記圧電薄膜の正方晶構造は膜面方向に対して（００１）面に配向しており、前記圧電
薄膜の菱面体晶構造は膜面方向に対して（１００）面に配向していることを特徴とする請
求項１～３のいずれか一項に記載の圧電薄膜。
【請求項５】
　前記圧電薄膜の正方晶構造の部分と菱面体晶構造の部分の少なくとも一方が柱状構造を
形成していることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の圧電薄膜。
【請求項６】
　前記圧電薄膜の膜厚が、５０ｎｍ以上１０μｍ以下であることを特徴とする請求項１～
５のいずれか一項に記載の圧電薄膜。
【請求項７】
　前記圧電薄膜の表面の二乗平均平方根粗さＲｑと前記一般式（１）のｙが、下記一般式
（２）の関係を満たすことを特徴とする請求項２または３に記載の圧電薄膜。
一般式（２）　　０＜Ｒｑ≦２５ｙ＋２
【請求項８】
　前記圧電薄膜が基板上に設けられており、前記基板が（１００）面に配向した単結晶基
板であり、前記単結晶の単位格子の基板表面における面内格子長が０．３６０ｎｍ以上０
．３８５ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載の圧電薄膜
。 
【請求項９】
　基板上に、圧電薄膜と、該圧電薄膜に接して設けられた一対の電極とを有する圧電素子
であって、前記圧電薄膜が請求項１～８のいずれか一項に記載の圧電薄膜であることを特
徴とする圧電素子。
【請求項１０】
　前記基板が（１００）面に配向した単結晶基板であり、前記単結晶の単位格子の基板表
面における面内格子長が０．３６０ｎｍ以上０．３８５ｎｍ以下であることを特徴とする
請求項９に記載の圧電素子。
【請求項１１】
　前記基板が、ＬａＡｌＯ３単結晶を少なくとも含むことを特徴とする請求項１０に記載
の圧電素子。
【請求項１２】
　前記一対の電極の少なくとも一方がＭ１ＲｕＯ３（Ｍ１はＳｒ、Ｂａ、およびＣａから
なる群より選ばれた少なくとも１種を表す）、またはＳｒ（１－ｚ）Ｍ２ｚＣｏＯ３（Ｍ
２はＬａ、Ｐｒ、ＳｍおよびＮｄからなる群より選ばれた少なくとも１種を表し、ｚは０
≦ｚ＜１である）で表されるペロブスカイト型金属酸化物よりなることを特徴とする請求
項９～１１のいずれか一項に記載の圧電素子。
【請求項１３】
　前記一対の電極の一方が、圧電薄膜と基板の両方に接するように設けられており、Ｓｒ

（１－ｚ）ＬａｚＣｏＯ３（ｚは０≦ｚ＜１である。）よりなることを特徴とする請求項
１２に記載の圧電素子。
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【請求項１４】
　基板上に、圧電薄膜と、該圧電薄膜に接して設けられた一対の電極とを有する圧電素子
の製造方法であって、基板が（１００）面に選択的に配向した単結晶の基板であり、前記
基板の表面における前記単結晶の単位格子の面内格子長が０．３６０ｎｍ以上０．３８５
ｎｍ以下である基板上に第１の電極を形成する工程と、前記第１の電極上に圧電薄膜を形
成する工程と、前記圧電薄膜上に第２の電極を形成する工程とを有し、前記圧電薄膜を形
成する工程が、有機金属化合物からなる前駆体溶液を塗布し、乾燥した後に、反応炉内に
おいて過剰酸素雰囲気で４３０℃以下の温度で加熱して結晶化した金属酸化物からなる薄
膜を得る工程を含むことを特徴とする圧電素子の製造方法。
【請求項１５】
　前記圧電薄膜を形成する工程が化学溶液堆積法によることを特徴とする請求項１４に記
載の圧電素子の製造方法。
【請求項１６】
前記化学溶液堆積法が多層コーティングにより行なわれ、１層あたりのコーティング膜厚
が８ｎｍ以上３０ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１５に記載の圧電素子の製造方
法。
【請求項１７】
　前記過剰酸素雰囲気は、前記反応炉内の酸素濃度が大気雰囲気中の酸素濃度よりも高い
雰囲気であることを特徴とする請求項１４～１６のいずれか一項に記載の圧電素子の製造
方法。
【請求項１８】
　前記過剰酸素雰囲気は、前記反応炉内の酸素濃度が２１体積％以上の雰囲気であること
を特徴とする請求項１４～１７のいずれか一項に記載の圧電素子の製造方法。
【請求項１９】
　前記過剰酸素雰囲気がオゾン成分を含有していることを特徴とする請求項１４～１８の
いずれか一項に記載の圧電素子の製造方法。
【請求項２０】
　前記第１の電極が、Ｓｒ（１－ｚ）ＬａｚＣｏＯ３（ｚは０≦ｚ＜１である）よりなり
、パルスレーザ堆積法により形成されることを特徴とする請求項１４～１９のいずれか一
項に記載の圧電素子の製造方法。
【請求項２１】
　請求項９～１３のいずれか一項に記載の圧電素子を用いた液体吐出ヘッド。
【請求項２２】
　請求項９～１３のいずれか一項に記載の圧電素子を用いた超音波モータ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　上記の課題を解決する圧電素子の製造方法は、基板上に、圧電薄膜と、該圧電薄膜に接
して設けられた一対の電極とを有する圧電素子の製造方法であって、基板が（１００）面
に選択的に配向した単結晶の基板であり、前記基板の表面における前記単結晶の単位格子
の面内格子長が０．３６０ｎｍ以上０．３８５ｎｍ以下である基板上に第１の電極を形成
する工程と、前記第１の電極上に圧電薄膜を形成する工程と、前記圧電薄膜上に第２の電
極を形成する工程とを有し、前記圧電薄膜を形成する工程が、有機金属化合物からなる前
駆体溶液を塗布し、乾燥した後に、反応炉内において過剰酸素雰囲気で４３０℃以下の温
度で加熱して結晶化した金属酸化物からなる薄膜を得る工程を含むことを特徴とする。
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